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다공성 실리콘 합성2.2. DBR

다공성 실리콘 합성2.2.1.

Figure 1. Mechanism of Si oxidation during the formation of porous Si
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Figure 2. Schematic diagram of the etch cell with the counter

electrode(cathode) arranged asymmetrically, used to generate the porous

silicon.
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다공성 실리콘 합성 조건2.2.2. DBR

λ

λ

  

 

 ×

 

Table 1. Porosity and etch-rate of current
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Figure 3. porosity and refletive index of Looyenga

다공성 실리콘 합성2.2.3. DBR
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탐 한계 측정2.3.4. Rear time

μ

Figure 4. Biomolecule Sensors Based on Light Sources.
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3.Results and Discussion

다공성 실리콘 합성 결과3.1.

다층 다공성 실리콘 파 측정3.1.1. DBR

앞에서 실험 해 특정 전류에 한 다공성 식각률 실험 해 하 다, .

를 탕 서 다른 전류 성되는 두 층 상 보강 상쇄간섭 하나 특,

정 파 만 사하게 되는 다층 다공성 실리콘DBR(Distributed Bragg Reflectors)

합성하 다.

Figure 5. Reflectivity of DBR porous silicon.

러한 조건 탕 실리콘 웨 퍼에 두 전류를 사 하여 식조건 흘 주게

되 과 같 색 띠는 에서 하나 파 만 사하 띠Figure 5 610 nm

넓 를 갖고 는 다공성 실리콘 합성할 수 게 된다23nm DBR .
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전 주사 미경 측정3.1.2. (FE-SEM)

다층 다공성 실리콘칩 합성한 학적 특성 나타나는 를 알아보DBR

해서 다공성 실리콘 단 주사 전 미경 해서 측정해 본 결과 표

공 크 는 정 공 하여 크20-30nm (Figure 6-(A)), 54×58×48 Å

를 갖는 과 탐 가 가능하게 되었다streptavidin CRP .

Figure 6. SEM image of PSi. (A) Surface of SEM image of DBR PSi. (B)

Cross-sectional of SEM image of DBR PSi indicating that the thickness of DBR

PSi is about 20 m.μ
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식각된 다공성 실리콘 두께는 정 되었다 두께 경 는 합성 하는20 . DBR㎛

과정에 어서 많 주 성만 다 조절 가능하다 그리고 낮 전류 높 전.

류에 해서 성된 층 할 수 었다.(Figure 6-(B)).

Scheme 1. Bio-sensing process.
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Figure 7. Optical reflectivity spectra of oxidized DBR PSi, surface derivatized

DBR PSi, biotin funtionalized DBR.
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Figure 8. Diffuse reflectance FT-IR spectra of (A) fresh DBR PSi, (B)

thermally oxidized DBR PSi, (C) the wafer after functionalization of the DBR

PSi layer with (3-aminopropyl)trimethoxysilane, and (D) DBR PSi

functionalized with biotin.
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Figure 9. Optical reflectivity spectra Shift of surface derivatized DBR PSi.
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Figure 10. Decrease of reflectivity intensity for DBR PSi containing different

concentrations of CRP in PBS.

μ
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